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onların əsasında hazırlanmış strukturlarda elektron proseslərin və cərəyankeçmə mexanizmlərinin tədqiqinə, müasir yarımkeçirici 

elementlərin əsas компонenti olan назик  təbəqələrin  və tətbiq olunan texnologiyaнын mikro- və nanoelektronikada tətbiq 

imkanlarının araşdırılmasına həsr olunmuşdur. Aparılan tədqiqatlar göstərilən metodla nanoölçülü  təbəqələrin, nanoölçülü hissəciklərin 

bə nanomaterialların alınmasında, nanoölçülü invers təbəqə və ötürücü kanalın cərəyankeçmə mexanizminə təsiri məsələlərinin 

araşdırılmasına, eləcə də onların çıxıç parametr və xarakteristikalarının nanoölçülü  klaster və qoşulmalardan asılılığının öyrənilməsində 

böyük rol oynayır.  
Cd1-xZnxS, Cd1-xZnxSе, CdS1-xSех və CdSe1-xTех nazik təbəqələrində ilk dəfə müşahidə olunan neqatron effektlər vahid elektron-

molekulyar mexanizmi əsasında izah olunmuşdur.  
Cd1-xZnxS, Cd1-xZnxSе nazik təbəqələrində müşahidə olunan işıqla və elektrik sahəsi ilə induksiyalanmış aşqar fotokeçiriciliyi, 

fotokimyəvi reaksiyaların, spektral yaddaş və anomal fotortçiricilik effektlərinin mexanizmi verilmişdir. In2O3-Cd1-xZnxSе-In injeksiya 

diodlarında cərəyankeçirmə mexanizminin fotohəssaslığın və injeksiya cərəyanının stimulyasiya effektləri ilə bağlı olduğu 

müəyyənləşdirilmişdir.  

CdS təbəqələrində p-tip kemiriciliyin xarakteri müəyyənləşdirilmiş, düzləndirmə əmsalı к=103-104 olan p-n keçidlərin alınma 

texnologiyası işlənmiş,  Al/p-CdS strukturasında cərəyankeçmə mexanizmi göstərilmişdir. Ni-Cd1-хZnхS вя Ag-CdS1-хSeх 

strukturlarının elektrofiziki xassələri öyrənilmiş, Аl-Аl2О3-CdS1-xSех МDY-strukturlarınında dielektrik qatının müxtəlif qalınlıqlarında 

диелектрик гатынын мцхтялиф галынлыгларында cərəyankeçmə mexanizminin təbiəti öyrənilmişdir.  Məhluldan çökdürmə üsulu 

ilə Cu2S-Cd1-xZnxS, Cu2Se-Cd1-xZnxSe, CdS1-xSех-Cd1-xZnxS heterostrukturları alınmış, onlarda cərəyankeçmənin tunel və 

termoemissiya mexanizmiləri ilə bağlı olduğu müəyyən olunmuşdur.  
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